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摘 要

本實驗利用液相沉積法(Liquid-Phase Deposited，LPD)在氮化鋁鎵上成長高品質二氧化矽(SiO2)薄膜，使用的是過飽和的六

氟矽酸(H2SiF6)水溶液與稀釋過後的硼酸 (H3BO3)水溶液於室溫下成長高品質的閘極氧化層，我們利用六氟矽酸與硼酸溶

液依照不同比例混合來控制二氧化矽薄膜的成長速率。 在沉積二氧化矽(SiO2)薄膜前，先利用硫化銨((NH4)2S)溶液對氮化

鋁鎵進行表面處理，之後我們分別利用金屬-氧化物-半導體(Metal-Oxide-Semiconductor，MOS)結構討論有無使用硫化銨表

面處理其I-V、C-V電特性。 在材料分析方面，我們以化學分析電子光譜儀(ESCA)、傅立葉轉換紅外線光譜儀(FTIR)、元素

分析儀(EDS)來分析元素之間的化學鍵結情形及SiO2氧化層的成分。
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